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@ Vorrichtung zur Priifung vereinzelter Halbleiterchips.

@ Eine Vorrichtung zur Priifung, ob ein vereinzelter
Halbleiterchip (40) als brauchbar zu betrachten ist,
bevor der Chip (40) in ein Gehause eingebaut wird, um-
fasst eine Anzahl Testaufnahmen fir jeweils einen Chip
(40). Die Testaufnahme weist ein erstes und zweites Teil-
stiick (52 bzw. 56) auf, die voneinander wegbewegbar
sind, um einen vereinzelten Chip (40) aufzunehmen. Das
erste Teilstick (52) ist mit einer Prufkarte (46) verbunden.
Die Priifkarte (46) weist wenigstens eine Nadel (48) zur
Kontaktierung einer ersten Seite des Chips auf, die mit je-
weils einem Randkontakt elektrisch verbunden ist. Mindes-
tens eine Priifeinheit ist [sbar mit den Randkontakten (50)
verbindbar und weist wenigstens eine elektrische Schal-
tung zur Durchfithrung elektrischer Prifungen des Halblei-
terchips (40) auf.
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Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung
zur Prisfung von Halbleiterchips vor deren Einbau in
ein Gehéuse.

Halbleiterchips werden gewdhnlich aus grossflachi-
gen Wafern hergestellt, wobei Hunderte oder Tau-
sende identischer einzelner Chips hergestellt wer-
den. Diese Chips kénnen u.a. Dioden, Transistoren,
MOSFETs, IGBTs sein. Nach Fertigstellung des Wa-
fers (mit den ungetrennten Chips) wird derselbe in
ein Gerat zur Erprobung und Prifung der Chips auf
bestimmte Merkmale eingelegt («Waferprafung»).
Diejenigen Chips, welche die Prifung aus irgendei-
nem Grund nicht bestehen, werden normalerweise
mit einem Tintenpunkt oder dergleichen markiert.

Die Chips werden dann im Wafer durch ein Ver-
einzelungsverfahren (beispielsweise durch Zersagen)
voneinander getrennt. Gewdhnlich werden die von-
einander getrennten (oder vereinzelten) Chips des
Wafers durch eine selbstkiebende Unterlage zusam-
mengehalten. Der geteilte Wafer wird dann einem
Arbeitsgang zugefuhrt, bei welchem nur unmarkierte
«gute» Chips ausgesucht werden, die in ein Gehau-
se eingelegt werden, welches einen oder mehrere
Chips aufweist, oder in einer Band/Trommel-Anord-
nung aufbewahrt werden.

Oft werden Chips, welche die Erprobung im Wafer
bestehen, bei der Vereinzelung beschadigt. Ausser-
dem ist die Erprobung im Wafer keine umfassende
und genaue Prifung der Brauchbarkeit der Chips fur
deren Verwendungszweck, da die Anwesenheit der
umliegenden Chips die Genauigkeit der Prafung ein-
schrankt und die Durchfiihrung bestimmter Prifungen,
beispielsweise Starkstromprafungen, verunmaogticht.

Um Beschadigungen der Chips zu vermeiden,
missen die Prifmessungen bei der Waferprifung
bei weniger als ca. 7 A durchgefihrt werden. Bei der
Waferprafung wird der Strom Gber eine oder mehre-
re feine Prifnadeln injiziert, deren Durchmesser eini-
ge Tausendstelzoll betragt. Im Falle von Richtungs-
abweichungen einer Prifnadel fihren Strome von
mehr als ca. 7 A zu lokalen Beschadigungen der
Halbleiterchips, welche sich als latente Unzuverlas-
sigkeit derselben aussem konnen.

Bei der Waferprifung wird die elektrische Verbin-
dung zur einen Seite des Wafers (beispielsweise
zum Drain-Metall) durch einen Vakuum-Montage-
block hergestelit. Falls (aufgrund von Partikeln oder
eines unebenen Profils des Wafers) kein inniger
elektrischer Kontakt mit dem Drain-Metall des Wa-
fers besteht, kann der Strom durch das Siliziumsub-
strat oder die metallisierte Riickseite des Wafers ab-
fliessen. Dieser Stromfluss erhdht den gemessenen
Widerstand der gepriiften Chips in Serie und verur-
sacht damit ungenaue Rggon~ Und Vgg-Messwerte.

Zwar konnen bei bestimmten Chips (beispielswei-
se FET-Chips) bei der Waferprifung Drain- und
Gate-Verlustmessungen (wie lgss UNd lgsg) durchge-
fuhrt werden, aber die Messwerte konnen von den
Verlustwerten des fertigen Halbleitergehauses abwei-
chen, da die Werte sich nach der Waferpriifung und
der Vereinzelung der Chips ohne Weiteres veran-
dern koénnen.

Nach der Waferprifung sind die Wafer vielen Ma-
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nipulationen, Mikroverschmutzungen aus der Umge-
bung und Feuchtigkeit ausgesetzt. Zudem werden
die Wafer im wassrigen Milieu getrennt (zersagt) und
dann getrocknet. Beim Zersagen konnen Ausbriche
entlang der Schnittlinie entstehen, welche den Ab-
schiuss des elektrischen Felds am Rand des Chips
beeintrachtigen kénnen und damit zu einer Erhdhung
der Verluste fuhren (beispielsweise lgss-Verluste).
Weiterhin kénnen durch Manipulationen und aussere
Einflisse Kriechwege auf der Oberfliche des Chips
entstehen.

Bisher wurden bei der Waferprifung keine Lawi-
nenprifungen von Chips durchgefihrt, und zwar
strombedingt, wegen der Lange der Leiter, des Ge-
rateunterhalts und Schwierigkeiten bei der Kontaktie-
rung der Chips. Deshalb war auch die Durchbruch-
prafung im Rahmen der Waferprifung nicht moglich.

Zwar wurden bei der Waferprifung Temperatur-
tests bei hoher Temperatur durchgefiihrt, aber Tem-
peraturtests bei niedrigen Temperaturen werden
nicht durchgefilhit. Temperaturtests bei verschiede-
nen Temperaturen wahrend der Waferprifung war-
den namlich ein wiederholtes Kontaktieren der Ober-
flache der Chips erfordern, wodurch die Metallisie-
rung der Chips beschédigt werden kénnte.

Bedingt durch Einschrankungen beziglich der
Stromstarke und durch Stérungen zwischen benach-
barten Chips im Wafer ist die Waferprifung ungeeig-
net fur dynamische Schaltprifungen von Transisto-
ren (beispielsweise IGBTs) und UIS-Prifungen.

Aufgrund der oben erwahnten Grenzen und Unge-
nauigkeiten der Prifungen bestehen bestimmte
Chips die Waferprifung und werden als «gute
Chips» eingestuft, obwohl sie tatséchlich fehlerhaft
sind. Umgekehrt bestehen bestimmte Chips die Wa-
ferprifung nicht und werden als fehlerhaft eingestuft,
obwohl sie eigentlich bei einer genaueren Prifung
als gut befunden worden waren.

Demzufolge werden brauchbare Chips mdglicher-
weise weggeworfen, und falschlicherweise als «gut»
bezeichnete Chips werden oft in Gehéuse eingebaut
und deren Fehler erst dann bemerkt, wenn das Ge-
hause durchgetestet wird. Dies bringt natirlich Ver-
juste mit sich, da brauchbare Chips weggeworfen
werden und fehlerhafte erst nach dem teuren Einbau
in ein Gehause entdeckt werden.

Das US-Patent Nr. 5475 317 betrifft ein Prifgerat
far vereinzelte Halbleiter und ein Verfahren zur
Durchfihrung elektrischer Einbrenntests. Es wird ein
Chiptrager 4 verwendet, welcher eine Anzahl elasto-
mere Messfuhler 4a aufweist, die auf Kontaktflachen
2a eines Chips ausgerichtet sind. Die elastomeren
Messfihler 4a sollen zur steten und wiederholten
Herstellung der elekirischen Verbindung mit den
Kontaktflachen 2a verschiedener Chips 2 geeignet
sein. In der Nahe des Chips 2 ist eine Ausrichtungs-
lehre angeordnet, um zu gewahrleisten, dass der
Chip korrekt auf den Trager 4 ausgerichtet ist. Dem
Patent zufolge kénnen mit dem Chiptester Einbrenn-
prifungen durchgefdhrt werden, indem der Tester
mit dem Chip in Heiz- und/oder Kihlkammermn einge-
fihrt wird und auf diese Weise Prifungen von bei-
spielsweise —55° C bis 125° C erméglicht. Die Ver-
wendung eines TEC-Kuhlers 30 (Fig. 5) fir Tempe-
raturtests des Chips 2 wird ebenfalls erwéahnt.
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Das US-Patent Nr. 5589781 offenbart einen
Chiptrager 700 mit einem Tragerblock 702 zur Auf-
nahme einer Ausrichtungsplatte 770, in welcher ein
zu prifender Chip angeordnet ist. Eine Prafkarte 800
ist mit einer Anzahl Nadeln 310 versehen, welche
den Halbleiterchip kontaktieren, wenn die Prafkarte
800 sich tber der Ausrichtungsplatte 770 befindet.
Die elektrische Verbindung zwischen den Nadeln
310 und dem Rand der Prifkarte 800 wird durch
Prifleiterbahnen 802 hergestelit.

Das US-Patent Nr. 5629 631 betrifft eine Inter-
face-Karte und Prifkarte fiir die Prifung von Halblei-
terchips vor dem Gehduseeinbau. Das Patent offen-
bart eine Prifkarteneinheit 20 mit einer Inter-
face-Karte 22, einer Prifkarte 24 und einer
Drehscheibe 26, welche zwischen der Interface-Karte
25 und der Prifkarte 24 angeordnet ist. Die Prufkar-
te 24 ist nicht fest mit der Drehscheibe 26 verbun-
den und derart schrittgesteuert, dass sie genau auf
einen zu prifenden Halbleiterwafer ausgerichtet wer-
den kann. Die Interface-Karte 22 besteht aus einem
Keramikkorper mit Kontaktflachen 56 auf der oberen
Schicht, einer Zwischenschicht mit aufmetallisierter
Verdrahtung 58 und einer unteren Schicht mit Kon-
taktflachen 60, welche den Kontakt mit einem Ver-
binder herstellen. Die Kontakifidachen 56 auf der obe-
ren Schicht sind gegeniber den Kontaktfldchen 60
der unteren Schicht versetzt, so dass sie naher am
Rand der Interface-Karte 22 liegen. Die auimetalli-
sierte Verdrahtung 58 verbindet die Kontaktflachen
56 mit den Kontaktflachen 60.

Das Patent beschreibt ebenfalls eine Schutzschal-
tung zur Verminderung von Stromverlusten in der
Prifkarte 24. Die Schutzschaltung weist einen auf-
metallisierten Schutzleiter 82 beidseitig der Kontakt-
flachen 74 und 76 einer obersten Schicht 68 sowie
einen aufmetallisierten Schutzleiter 84 beidseitig der
Signalleitungen 80 einer zweiten Schicht 70 auf.
Eine dritte Schicht 72 weist Metaliplatichen 86 direkt
unterhalb der Signalleitungen 80 sowie aufmetalli-
sierte Leiter 84 auf. In der Mitte besitzt die Prufkarte
24 eine Offnung zur Aufnahme von Messfuhlern 78
far Standard-Halbleiterwafer zur Kontaktierung des
zu prifenden Halbleiterwafers.

Die oben aufgefuhrten Patente sind nicht in der
Lage, die bestehenden Probleme zu 16sen.

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist, die
Genauigkeit von Priifungen fir als brauchbar zu be-
trachtende Chips eines Wafers zu erhohen, und ins-
besondere auch die vereinzelten Chips vor deren
Gehauseeinbau testen zu konnen.

Die Aufgabe wird gelost durch die Vorrichtung ge-
mass Anspruch 1. Die weiteren Anspriche geben
bevorzugte Ausfuhrungsformen an.

Demgemiss beinhaltet eine erfindungsgemasse
Vorrichtung zur Priifung von Halbleiterchips vor dem
Gehauseeinbau:

_ eine Anzahl Testaufnahmen zur Aufnahme min-
destens eines vereinzelten Halbleiterchips, welche
Testaufnahmen jeweils ein erstes und zweites Teil-
stick aufweisen, welche voneinander wegbewegbar
sind, um die vereinzelten Chips aufzunehmen, wobei
das erste Teilstiick mit einer Priifkarte verbunden ist,
welche mindestens eine Nadel zur Herstellung einer
elektrischen Verbindung mit einer ersten Seite des
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Halbleiterchips und mindestens einen ersten mit je
einer Nadel elektrisch verbundenen Randkontakt auf-
weist, und -

— mindestens eine beweglich mit den Testaufnah-
men in Verbindung stehende Prufeinheit, welche 16s-
bar mit dem ersten Randkontakt der Testaufnahmen
verbindbar ist, und welche mindestens eine elekiri-
sche Schaltung zur Durchfihrung elektrischer Pri-
fungen des Halbleiterchips aufweist.

Das erste und zweite Teilstick kénnen sich aus-
einander bewegen in eine im Wesentlichen offene
Stellung, um die vereinzelten Chips aufzunehmen
oder freizugeben, und aufeinander zubewegen in
eine im Wesentlichen geschlossene Stellung derart,
dass die wenigstens eine Nadel elektrisch mit der
ersten Seite des Halbleiterchips verbunden ist.

Vorzugsweise weist die Testaufnahme weiter ei-
nen Basisleiter zur Herstellung einer elekirischen
Verbindung mit einer zweiten, der ersten Seite ge-
geniiberliegenden Seite des Halbleiterchips auf, so-
wie einen zweiten Randkontakt, der elektrisch mit
dem Basisleiter gekoppelt ist, wobei die Prifeinheit
|sbar mit dem ersten und dem zweiten Randkontakt
der Testaufnahmen verbindbar ist.

Die erfindungsgemasse Testaufnahme kann wei-
terhin mindestens eine Fiihrung aufweisen, welche
mit dem ersten oder dem zweiten Teilstlick fest ver-
bunden ist und mit dem jeweils anderen Teilstick
derart verschiebbar verbunden ist, dass die Teile die
offene und die geschlossene Stellung einnehmen
konnen. Vorzugsweise weist die Fihrung der Test-
aufnahmen mindestens einen Stift auf, der am ersten
Teilstiick befestigt ist und im Wesentlichen senkrecht
dazu steht, wahrend das zweite Teilstick ein Verbin-
dungsstiick fur den Stift aufweist, welches verschieb-
bar mit dem mindestens einen Stift verbunden ist.
Dieses Verbindungsstiick kann eine durch das zwei-
te Teilstick verlaufende Offnung sein.

Die Testaufnahmen kdénnen weiter mindestens ein
Spannelement aufweisen, welches das erste und
das zweite Teilstick derart gegeneinanderdriickt,
dass die Teile ohne dussere Krafteinwirkung zur Ein-
nahme der im Wesentlichen geschlossenen Stellung
neigen. Vorzugsweise weist das Spannelement min-
destens eine Feder auf, deren eines Ende am ersten
Teilstiick, und deren gegenuberliegendes Ende am
zweiten Teilstick befestigt ist.

Vorzugsweise weisen die Prufeinheiten jeweils ers-
te und zweite Verbindungsorgane auf, die einander
gegeniiberliegen und gegeneinander beweglich sind,
um eine im Wesentlichen offene oder geschlossene
Stellung zu erreichen, wobei die Verbindungsorgane
jeweils mindestens einen Anschluss zur Herstellung
einer Verbindung mit jeweils einem Randkontakt der
Prifkarte aufweisen, wenn sich die Verbindungsorga-
ne in der im Wesentlichen geschlossenen Stellung
befinden. Das erste und das zweite Verbindungsor-
gan kénnen ein Backenpaar bilden, welches die elek-
trische Schaltung der Prifeinheit elektrisch mit dem
Halbleiterchip verbindet, wenn sich die Backen in der
geschlossenen Stellung befinden. Die Anschlisse
kénnen einen beweglichen Kolben aufweisen, der
elastisch auf dem Randkontakt aufliegt.

Erfindungsgemass kann jede Prifeinheit mit jedem
Halbleiterchip eine unterschiedliche Prifung durch-




5 CH 694 831 A9 6

fahren, wenn die jeweiligen Testaufnahmen mit der-
selben in Verbindung stehen, wobei die Halbleiter-
chips von den jeweiligen Nadeln nur einmal kontak-
tiet werden und dennoch mehrere Prifungen
durchgefthrt werden.

Die Vorrichtung zur Prifung von als brauchbar zu
betrachtenden Chips kann eine drehbare Scheibe
mit einer Aussenfliche aufweisen, wobei die Test-
aufnahmen jeweils an der Aussenflache der Scheibe
angeordnet sind und mit derselben gedreht werden,
die Prifeinheiten sind im Wesentlichen ortsfest in
der Nahe der Aussenflache angeordnet, so dass die
Testaufnahmen wahrend der Drehung mit jeder Prof-
einheit in Verbindung treten kénnen.

Die drehbare Scheibe kann einen Heber aufwei-
sen, der wahrend der Drehung der Scheibe in eine
bestimmte Stellung das erste und das zweite Teil-
stick derart auseinanderdrickt, dass die Halbleiter-
chips auf die Basisleiter der Testaufnahmen aufge-
legt oder von denselben entfernt werden kénnen.
Der Heber oder die Testaufnahmen konnen eine No-
ckenflache aufweisen, welche das erste und das
zweite Teilstiick voneinander wegbewegen, wahrend
die Scheibe in eine bestimmte Stellung gedreht wird.

Erfindungsgemass weist mindestens eine der Pruf-
einheiten eine Schaltung zur Durchfihrung mindes-
tens einer der folgenden Prifungen auf: Lawinenpri-
fung, Durchbruchprifung, dynamische Schaltprifung,
Einschaltzeitpriffung, Ausschaltzeitprifung, Hochtem-
peraturprifung, Niedrigtemperaturprifung, Ryson-Pri-
fung und UIS-Priifung.

Die Erfindung kann weiterhin mindestens eine Ab-
deckung aufweisen, welche mit mindestens dem ers-
ten oder dem zweiten Teilstiick wenigstens einer Test-
aufnahme gekoppelt ist, und welche einen Anschluss
zur Verbindung mit einer Inertgasquelle aufweist, wo-
bei die Grosse und Form der Abdeckung derart ge-
wahlt ist, dass deren Volumen mindestens die erste
Seite des Halbleiterchips umschliesst, so dass eine
Umgebung aus im Wesentlichen inertem Gas entsteht,
wenn die Inertgasquelle das Volumen mit Inertgas falit.

Die einzelnen Chips, welche die Parameterprifun-
gen nicht bestehen, werden markiert und vom Ge-
hauseeinbau ausgenommen. Diejenigen Einzelchips,
welche die Parameterprifungen bestehen, kdnnen
dann far den nachfolgenden Gehduseeinbau in einer
herkdmmlichen  Band/Trommel-Anordnung  aufbe-
wahrt werden.

Es hat sich gezeigt, dass der Ertrag brauchbarer
Chips bei vorliegender Erfindung 99,99% ubersteigt.
Bei Gehausen, die mit Chips hergestellt werden, wel-
che gemass vorliegender Erfindung geprift wurden,
ergibt sich somit weniger Ausschuss.

Gemass vorliegender Erfindung wird nun eine Vor-
richtung und ein Verfahren zur Prifung vereinzelter
Chips in einer Testaufnahme angegeben, welche ein
Halbleitergehduse simuliert und mit der Elektrode
des Chips verbundene Testaufnahmen aufweist.
Dies erméglicht eine Testsequenz, welche der Pru-
fung des Chips nach dem Gehauseeinbau sehr nahe
kommt. Auf diese Weise kénnen nun diejenigen
Chips, welche eine vorausgehende Waferprifung be-
standen haben, nach der Vereinzelung auf Parame-
ter geprift werden, die den derzeit erst nach dem
Gehauseeinbau gepraften dhnlicher sind.
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Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Zeich-
nungen derzeit bevorzugter Ausfihrungsformen na-
her erlautert. Die Erfindung ist aber selbstverstand-
lich nicht auf diese Anordnungen und Mittel be-
schrankt.

Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemésse Chip-Behand-
lungsvorrichtung far als brauchbar zu betrachtende
Chips,

Fig. 2 zeigt die Chip-Behandlungsvorrichtung ge-
mass Fig. 1 mit mehr Einzelheiten,

Fig. 3 zeigt eine perspektivische Ansicht einer
Prifeinheit der Chip-Behandiungsvorrichtung nach
Fig. 1,

Fig. 4 zeigt eine perspektivische Ansicht von Test-
stationen der Prifeinheit geméass Fig. 3,

Fig. 5 zeigt zwei der Teststationen von Fig. 4,

Fig. 6 zeigt eine Explosionszeichnung einer Test-
aufnahme einer erfindungsgemassen Teststation,

Fig. 7a—i zeigen verschiedene Bestandteile einer
bevorzugten Testaufnahme gemdss der Erfindung,

Fig. 8a—b zeigen perspektivische Ansichten von
Prifeinheiten der erfindungsgeméassen Chip-Behand-
lungsvorrichtung,

Fig. 9a-b zeigen detailliertere Ansichten von
Klemmelementen der Prifeinheiten geméass Fig. 8a—
b,

Fig. 9c zeigt eine Variante des Klemmelements der
Chip-Behandlungsvorrichtung nach Fig. 8a-b, und

Fig. 10 zeigt eine Seitenansicht einer Ausfih-
rungsvariante der erfindungsgeméssen Prifeinheiten.

in den Figuren, in denen gleiche Elemente gleich
bezeichnet sind, zeigt Fig. 1 eine erfindungsgemaéasse
Chip-Behandlungsvorrichtung 10 fur als brauchbar zu
betrachtende Chips. Die Chip-Behandlungsvorrich-
tung 10 ist eine automatisierte Chip-Behandlungsvor-
richtung fir Halbleiter, welche von einem Computer
20, beispielsweise einem Personal Computer, ge-
steuert wird.

Gemaéss Fig. 2 weist die Chip-Behandlungsvorrich-
tung 10 eine Waferstation 30 auf, auf welcher ein
Wafer 31 aufliegt. Es ist ersichtlich, dass der Wafer
31 aufgetrennt wurde (beispielsweise zersagt), so
dass die Halbleiterchips 40, aus denen der Wafer 31
besteht, voneinander getrennt sind und einzeln aus
der Waferstation 30 entnommen werden koénnen. Auf
an sich bekannte Weise kann eine Entnahme- und
Transportvorrichtung 32 verwendet werden, um die
einzelnen Chips 40 aus der Waferstation 30 zu ent-
nehmen und sie an eine andere Stelle zu bringen.

Die Chip-Behandlungsvorrichtung 10 kann weiter-
hin eine Chip-Wendevorrichtung 34 aufweisen (even-
tuell mit einer optischen Kontrolifunktion), der die
einzelnen Chips 40 von der Waferstation 30 durch
die Entnahme- und Transportvorrichtung 32 zuge-
fahrt werden. Die Chip-Wendevorrichtung 34 dreht
die Chips um, so dass die gegentberliegende Seite
zuganglich wird. Die Entnahme- und Transportvor-
richtung 32 transportiert die gewendeten Chips 40
von der Chip-Wendevorrichtung 34 zu einer Prifein-
heit 36. Dem Fachmann ist es klar, dass die
Chip-Wendevorrichtung 34 nicht notwendig ist oder
nicht aktiviet zu werden braucht, wenn die Chips
nicht gewendet werden mussen.
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Die Prufeinheit gemass Fig. 3 weist einen Tisch
37 auf, dessen Aussenfliche um den Mittelpunkt
drehbar ist.- An- der Aussenflaiche des Tischs 37 ist
eine Anzahl Teststationen 38 angeordnet. Die Test-
stationen erhalten die Chips 40 von der Entnahme-
und Transportvorrichtung 32.

Einige Teststationen 38" sind in offener Stellung
und bereit zur Aufnahme von Chips 40. Andere Test-
stationen 38" sind geschlossen, da sie bereits einen
Chip 40 enthaiten.

Um die gedffnete Stellung zu bewirken, verfigen
die Teststationen 38 Uber eine Rolle 39, die auf ei-
ner Nockenfliche 37a des Tischs 37 lauft. Wenn
eine gegebene Teststation 38 in eine Stellung ge-
dreht wird, wo die Nockenflache 38 eine bestimmte
Hohe aufweist, wird deren geoffnete Stellung da-
durch bewirkt, dass die Rolle 39 auf der erhthten
Stelle der Nockenflache 37a aufliegt. Wenn die Test-
station 38 in eine Stellung gedreht wird, wo die No-
ckenflache 37a nicht erhoht ist, gelangt die Teststati-
on 38 in die geschlossene Stellung 387"

Gemass Fig. 4 weist jede Teststation vorzugswei-
se ein Paar Stifte 42 auf, auf welchen ein oberer
Teil 38a der Teststationen 38 verschiebbar ist. Eine
oder mehrere Federn 44 dricken den oberen Teil
38a der Teststation 38 gegen den unteren Teil 38b
der Teststation 38. Wenn sich das Oberteil 38a der
Teststation von der geéffneten in die geschlossene
Lage bewegt, wird der Chip 40 zwischen dem Ober-
teil 38a und dem Unterteil 38b der Teststation einge-
schlossen.

Gemass Fig. 5 weisen die Teststationen 38 vor-
zugsweise eine Prufkarte 46 auf, die mit dem Ober-
teil 38a der Teststation 38 verbunden ist. Die Prof-
karte 46 weist eine oder mehrere Nadeln 48 (vor-
zugsweise aus Wolfram) auf. Die Nadeln 48 stellen
die elektrische Verbindung zwischen der Metallisie-
rung des Chips 40 und den Randkontakten der Praf-
karte 46 her.

Gemass Fig. 6 weisen die Teststationen 38 vor-
zugsweise je eine Testaufnahme mit Grundplatte 56
auf, in die ein Sockelleiter 54 einsetzbar ist. Der So-
ckel 54 besteht vorzugsweise aus elektrisch leiten-
dem Material (beispielsweise Messing) und weist
eine Offnung 58 zur Erzeugung eines Vakuums auf.
Ein Chip-Ausrichtungseinsatz 52 ist derart auf die
Grundplatte 56 aufgesetzt, dass der Sockel 54 zwi-
schen der Grundplatte 56 und dem Chip-Ausrich-
tungseinsatz 52 eingeschlossen ist. Der Chip-Aus-
richtungseinsatz 52 weist eine Offnung 53 auf, deren
Grosse und Form einem vereinzelten Chip 40 ent-
spricht. .

Die Vakuum-Offnung 58 gewéhrleistet, dass der
Chip 40 in innigem elektrischen Kontakt mit dem Lei-
tersockel 54 steht. Auf diese Weise stellen die als
Basisleiter dienenden Anschlisse 55 des Leiterso-
ckels 54 die elektrische Verbindung mit der Metalli-
sierung auf der Unterseite des Chips 40 her. Wenn
die Prafkarte 46 auf dem Chip-Ausrichtungseinsatz
aufiiegt (bei geschlossenem Oberteil 38a der Test-
station 38), berihren die Spitzen 48a der Nadeln 48
die Metallisierung auf der Oberseite des Chips 40.

Fig. 7a—c zeigen eine allgemeine Anordnung der
Grundplatte 56, der Prifkarte 46 und der Nadeln 48
der erfindungsgemassen Testaufnahme. Die Grund-
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platte 56 besteht vorzugsweise aus isolierendem
Kunststoff (am besten ULTEM 1000), der von einem
Aluminiumkorper 57 umgeben ist. Fig. 7d—f sind An-
sichten von oben, von der Seite bzw. von unten, die
eine bevorzugte Ausgestaltung des Aluminiumkor-
pers 57 der Grundplatte 56 zeigen. Fig. 7g—i sind
Ansichten von oben bzw. von der Seite, welche eine
bevorzugte Form des isolierenden Kunststoffs der
Grundplatte 56 zeigen.

Die Prafkarte 46 ist vorzugsweise aus Glas-Epo-
xyd hergestellt und mittels kaltgewalzten Messingble-
chen an den Ecken 46a der Prufkarte 46 mit dem
Oberteil 38a der Teststation 38 verbunden. Fig. 7c
zeigt eine «halbrunde» Prifkarte. Vorzugsweise wird
jedoch eine ganz runde Prifkarte verwendet (Fig.
79).

Falls der Chip 40 ein FET ist, sind vorzugsweise
mehrere Nadeln 48 vorhanden, um den Kontakt mit
den Kontaktflachen fur Gate 1, Gate 2, Kelvin Sense
und Source auf dem Chip 40 herzustellen. Da der
Source-Anschluss recht viel Strom fihrt, stellen meh-
rere Nadeln 48 den Kontakt mit dem Source-An-
schluss her (vorzugsweise deren funf).

Gemass Fig. 7b weisen die Nadeln 48 am einen
Ende jeweils eine im Wesentlichen starre, aber trotz-
dem etwas elastische Spitze 48a auf, die die Metalli-
sierung des Chips 40 kontaktiert. Am gegenuberlie-
genden Ende minden die Nadeln 48 in Randkontak-
te 50, die einen guten Zugang einer Prifvorrichtung
erlauben. Die Nadeln bestehen vorzugsweise aus
Wolfram und die Randkontakte vorzugsweise aus
Messing. Vorzugsweise ist der Koérper der Nadeln 48
etwa 1,6 mm breit, wahrend die Spitze der Nadeln
48 ungefahr 0,0762 mm misst.

Geméss Fig. 8a-8b sind mindestens eine, vor-
zugsweise aber mehrere elektrische Prifeinheiten 60
gegeniiber den Teststationen 38 am Umfang des
Tischs 37 angeordnet. Die elektrischen Prufeinheiten
60 treten Gber eine automatische Klemmvorrichtung
(am besten ersichtlich in Fig. 8b) mit den Randkon-
takten 50 der Prifkarten in Verbindung.

Gemass Fig. 9a und 9b weisen die Klemmvorrich-
tungen 62 jeweils obere Kontaktstifte 64 und untere
Prifstifte 66 auf.

Die oberen Prifstifte 64 sind vorzugsweise gegen-
Uber den unteren Prifstiften 66 angeordnet, so dass
die Prifstifte 64, 66 eine Backenanordnung bilden,
welche sich automatisch an die Prifkarte 46 anklem-
men kann und den elektrischen Kontakt mit den
Randkontakten 50 herstellt.

Fig. 9c zeigt eine Seitenansicht einer Ausfih-
rungsvariante der Klemmvorrichtung 62, welche obe-
re und untere Kontaktstifte 64, 66 aufweist, die je-
weils ineinanderschiebbar und in Langsrichtung elas-
tisch ausgefthrt sind (ahnlich einem Pogo-Stab). Die
oberen Prifstifte 64 sind vorzugsweise gegenuber
den unteren Prufstiften 66 angeordnet, so dass die
Prufstifte 64, 66 eine Backenanordnung bilden, die
sich automatisch an die Prifkarte anklemmen kann.
Dem Fachmann ist es klar, dass die ineinander-
schiebbaren Kontaktstifte nach aussen gedriickt wer-
den (beispielsweise durch Federn in den Hulsen
64a, 66a). Die Stifte werden elastisch in die Hulsen
64a, 66a gedrickt, sobald sie auf der Karte 46 auf-
liegen.
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Vorzugsweise sind den elekirischen Prafeinheiten
60 verschiedene elekirische Prifungen (oder Grup-
pen von elektrischen Prifungen) zugeordnet, welche
auf einen gegebenen Chip 40 angewandt werden.
wahrend der Drehung einer bestimmten Teststation
38 um den Tisch wird der darin enthaltene Chip 40
also von mehreren elektrischen Prifeinheiten 60 und
den ihnen zugeordneten Priifschaltungen (nicht dar-
gestellt) gepraft und somit einer Serie von Prifungen
unterworfen.

Far den Fachmann geht es aus obiger Beschrei-
bung hervor, dass die Nadeln 48 den Chip 40 nur
einmal berthren (und zwar wenn das Oberteil 38a
sich dber dem Chip 40 schliesst), so dass die Wahr-
scheinlichkeit minimal ist, die Metallisierung auf dem
Chip durch wiederholte Beriihrung zu beschadigen.

Grundsatzlich arbeitet die Chip-Behandlungsvor-
richtung 10 wie folgt: Nach der Waferprifung und der
Vereinzelung der Chips 40 werden die nicht markier-
ten Chips 40 (welche als «gute Chips» betrachtet
werden) von der Entnahme- und Transportvorrichtung
32 ergriffen und auf mechanische Fehler wie ausge-
brochene Chips, fehlende Bahnen etc. untersucht.
Die Chips werden dann der Wendevorrichtung 34 zu-
gefihrt, wo sie gewendet werden, falls erforderlich.

Als nachstes werden die Chips 40 in je eine offe-
ne Testaufnahme einer Teststation 38 eingelegt. Die
Teststationen 38 werden geschlossen, und die Na-
deln 48 stellen den Kontakt mit dem jeweiligen Chip
40 her. Die Teststationen 38 durchlaufen schrittweise
die elektrischen Prifeinheiten und werden elektri-
schen Prafungen unterworfen.

Sobald die Chip-Behandlungsvorrichtung 10 eine
gegebene Teststation 38 schrittweise durch alle elek-
trischen Prifeinheiten 60 gefthrt hat, wird die Test-
station 38 gedffnet und der Chip 40 fir den nachfol-
genden Gehduseeinbau aus der Testaufnahme ent-
nommen.

Gemass Fig. 10 fihren mindestens einige der
Prufeinheiten 60 Prifungen in einer Inertgasumge-
bung durch. Es ist ersichtlich, dass eine Testaufnah-
me 38 mindestens eine Abdeckung 41 aufweist, wel-
che derart mit der Prifkarte 46 gekoppelt ist oder in
der Nahe derselben angeordnet ist, dass die Prifkar-
te 46 abgedeckt ist. Die Abdeckung 41 besitzt einen
Anschluss 43 zur Herstellung einer Verbindung zwi-
schen einem Innenvolumen, das zum Teil durch die
Abdeckung 41 gegeben ist, und einer Inertgasquelle.
Die Grosse und Form der Abdeckung 41 ist so ge-
wahlt, dass ihr Volumen mindestens die Oberseite
des zu prilfenden Halbleiterchips in der Testaufnah-
me 38 einschliesst.

Die Prifeinheit 60 weist eine im Wesentlichen in-
erte Gasquelle 63 auf, und der Anschluss 43 der Ab-
deckung steht Gber eine im Wesentlichen starre Zu-
leitung 61 mit der Inertgasquelle 63 in Verbindung,
um das Gas in die Testaufnahme 38 einzuleiten. Die
Zuleitung 61 ist langlich ausgebildet und im Wesent-
lichen senkrecht zum Anschluss 43 angeordnet.

Der Anschiuss 43 der Abdeckung 41 ist vorzugs-
weise auf der Oberseite derselben angeordnet, so
dass die Zuleitung 61 im geschlossenen Zustand der
Prifeinheit in den Anschluss 43 mindet und das In-
ertgas in den Hohlraum und nach unten auf die
Oberflache des Halbleiterchips geleitet wird.
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Far den Fachmann ist es ersichtlich, dass die Zu-
leitung 61 der Prifeinheit mit dem Anschluss 43 der
Abdeckung-41 in Verbindung steht, sobald die Test-
aufnahme in die Nahe der Prufeinheit bewegt wird
(beispielsweise in Richtung des Pfeils A). Die Praf-
einheit ist vorzugsweise derart mit der Stellung der
Testaufnahme synchronisiert, dass das Gas nicht vor
dem Beginn der Prifung in den Hohlraum eingeleitet
wird.

Verglichen mit der Waferprifung gestattet die er-
findungsgemasse Testaufnahme 38 einen praziseren
Kontakt zwischen den Nadeln 48 und dem Chip 40
und somit eine verbesserte Strominjektion, weil Ver-
biegungen des Wafers keine Rolle spielen, da die
Chips vereinzelt sind. Dadurch wird die lokale Erhit-
zung auf ein Minimum beschrankt.

Die Grosse und Formgebung der Nadeln 48 ge-
statten Starkstromprifungen und erméglichen da-
durch eine verbesserte qualitative Prifung in kirze-
rer Zeit. Es kdnnen Chipprafungen von 0 bis ca. 60
A oder mehr durchgefihrt werden.

Da die Chips 40 vereinzelt sind, wird eine innige
elektrische Verbindung zur Ruckseite (falls der Chip
ein FET ist, zum Drain) erzielt, und deshalb kénnen
genaue Messungen der Rgygon- und Vgy-Werte erhal-
ten werden. Da Verlustmessungen erst nach der
Verarbeitung der Chips 40 vom Waferstadium zu
vereinzelten Chips durchgefihrt werden, kdnnen ge-
naue Messungen der Verluste (beispielsweise Drain-
und Gate-Verluste im Fall eines FET) erzielt werden.

Ferner wird die Zahl aufeinanderfolgender Berih-
rungen zwischen den Nadein 48 und der Metallisie-
rung des Chips 40 auf ein Minimum beschrankt (vor-
zugsweise wird der Kontakt nur einmal hergestellt),
wodurch sich die Wahrscheinlichkeit erheblicher Be-
schadigungen durch Prifspuren oder von Defekten
des Chips vermindert wird.

Die Priifung vereinzelter Chips erlaubt Tempera-
turprifungen bei hohen und niedrigen Temperaturen
und bei Raumtemperatur, wobei die Wahrscheinlich-
keit von Beschadigungen der Metallisierung des
Chips 40 durch wiederhoite Bertihrung der Prifspit-
zen vermindert wird.

Sowohl UIS- und dynamische Schaltprifungen
(beispielsweise von IGBTs) sind méglich, da bezlg-
lich der Prifstrome keine nennenswerten Einschran-
kungen bestehen und keine Stbrungen von anderen
Chips auf dem Wafer vorhanden sind.

Die vorausgehende Beschreibung von Ausfuh-
rungsformen der Erfindung dient zum Zweck der Er-
lauterung und Beschreibung. Sie ist nicht umfas-
send, und die Erfindung soll nicht auf diese Ausge-
staltungen beschrankt sein. Im Rahmen des
Offenbarten sind diverse Anderungen und Varianten
moglich. Der Umfang der Erfindung soll nicht durch
die ausfuhrliche Beschreibung, sondern vielmehr
durch die nachfolgenden Anspriiche gegeben sein.

Patentanspriiche

1. Vorrichtung zur Prifung von als brauchbar zu
betrachtenden, vereinzeiten Halbleiterchips vor dem
Gehauseeinbau, gekennzeichnet durch:

— eine Anzahl Testaufnahmen zur Aufnahme min-
destens eines vereinzelten Halbleiterchips, welche
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Testaufnahmen jeweils ein erstes und zweites Teil-
stick aufweisen, welche voneinander wegbewegbar
sind, um die vereinzelten Chips aufzunehmen, wobei
das erste Teilstiick mit einer Prafkarte verbunden ist,
welche mindestens eine Nadel zur Herstellung einer
elektrischen Verbindung mit einer ersten Seite des
Halbleiterchips und mindestens einen ersten mit der
jeweils entsprechenden Nadel elektrisch verbunde-
nen Randkontakt aufweist, und

— mindestens eine beweglich mit den Testaufnah-
men in Verbindung stehende Prifeinheit, welche 16s-
bar mit dem ersten Randkontakt der Testaufnahmen
verbindbar ist und welche mindestens eine elekiri-
sche Schaltung zur Durchfuhrung elektrischer Pra-
fungen des Halbleiterchips aufweist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das erste und das zweite Teilstick
auseinanderbewegbar sind in eine im Wesentlichen
offene Stellung, um die vereinzelten Chips aufzuneh-
men oder freizugeben, und aufeinander zubewegbar
in eine im Wesentlichen geschlossene Stellung der-
art, dass die wenigstens eine Nadel elektrisch mit
der ersten Seite des Halbleiterchips verbunden ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Testaufnahmen weiterhin jeweils
— einen Basisleiter zur Herstellung einer elektrischen
Verbindung mit einer zweiten, der ersten Seite ge-
geniberliegenden Seite des Halbleiterchips aufwei-
sen, sowie
— einen zweiten Randkontakt, der elektrisch mit dem
Basisleiter gekoppelt ist, wobei die Prifeinheit losbar
mit dem ersten und dem zweiten Randkontakt der
Testaufnahmen verbindbar ist.
4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Testaufnahmen weiterhin jeweils
mindestens eine Fihrung aufweisen, welche mit dem
ersten oder dem zweiten Teilstiick fest verbunden ist
und mit dem jeweils anderen Teilstick derart ver-
schiebbar verbunden ist, dass die Teile die offene
und die geschlossene Stellung einnehmen kénnen.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Fuhrung der Testaufnahmen je-
weils mindestens einen Stift aufweist, der am ersten
Teilstiick befestigt ist und im Wesentlichen senkrecht
dazu steht, wihrend das zweite Teilstick ein Verbin-
dungsstiick fur den Stift aufweist, welches verschieb-
bar mit dem mindestens einen Stift verbunden ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verbindungsstiick eine durch das
zweite Teilstick verlaufende Offnung ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Testaufnahmen weiterhin jeweils
mindestens ein Spannelement aufweisen, welches
das erste und das zweite Teilstuck derart gegenein-
anderdriickt, dass die Teile ohne aussere Kraftein-
wirkung zur Einnahme der im Wesentlichen ge-
schlossenen Stellung neigen.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Spannelement mindestens eine
Feder aufweist, deren eines Ende am ersten Teil-
stiick, und deren gegentiberliegendes Ende am zwei-
ten Teilstiick befestigt ist, wobei die Feder das erste
und das zweite Teilstiick gegeneinander drickt.

9. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Prufkarte mindestens eine Nadel
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zur Verbindung mit einer Source-Metallisierung auf
einer ersten Seite eines MOSFET-Halbleiterchips
und mindestens eine Nadel zur Verbindung mit einer
Gate-Metallisierung auf der ersten Seite des MOS-
FET-Halbleiterchips aufweist, und dass der Basislei-
ter mit einer Drain-Metallisierung auf einer zweiten
Seite des MOSFET-Halbleiterchips verbindbar ist,
wobei die zweite Seite der ersten Seite gegenuber-
liegt.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Prufkarte mindestens zwei
Nadeln zur Herstellung einer Kelvin-Sense-Verbin-
dung mit dem MOSFET-Halbleiterchip aufweist.

11. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Prifeinheit erste und zweite
Verbindungsorgane aufweist, die einander gegen-
aberliegen und gegeneinander beweglich sind, um
eine im Wesentlichen offene oder geschlossene Stel-
lung zu erreichen, wobei die Verbindungsorgane je-
weils mindestens einen Anschiuss zur Herstellung ei-
ner Verbindung mit jeweils einem Randkontakt der
Priifkarte aufweisen, wenn sich die Verbindungsorga-
ne in der im Wesentlichen geschlossenen Stellung
befinden.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die ersten und die zweiten Ver-
bindungsorgane Backenpaare bilden, welche die
elektrische Schaltung der Prifeinheit elektrisch mit
dem Halbleiterchip verbinden, wenn sich die Backen
in der geschlossenen Stellung befinden.

13. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Anschlisse elastisch auf den
jeweiligen Randkontakten aufliegen.

14. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Anschlisse einen bewegli-
chen Kolben aufweisen, der elastisch auf dem jewei-
ligen Randkontakt aufliegt.

15. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mindestens eine Prifeinheit
im Wesentlichen starr ist und die Testaufnahmen be-
weglich mit derselben in Verbindung bringbar ist, so
dass die Anschlisse auf den jeweiligen Randkontak-
ten der Testaufnahmen aufliegen kénnen.

16. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
— jede Prifeinheit mit jedem Halbleiterchip eine im
Wesentlichen unterschiediiche Prifung durchfihren
kann, wenn die jeweiligen Testaufnahmen mit dersel-
ben in Verbindung stehen, und dass
— mehrere Prifungen mit einer einmaligen Kontaktie-
rung durch die jeweiligen Nadeln durchfihrbar sind.

17. Vorrichtung nach Anspruch 2, weiterhin eine
drehbare Scheibe mit einer Aussenfliche aufwei-
send, dadurch gekennzeichnet, dass
— die Testaufnahmen jeweils an der Aussenflache
der Scheibe angeordnet sind und mit derselben
drehbar sind, und dass
— die Prifeinheit im Wesentlichen ortsfest in der
Nahe der Aussenfliche angeordnet ist, so dass die
Testaufnahmen wéhrend der Drehung mit jeder Pra-
feinheit in Verbindung treten konnen.

18. Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die drehbare Scheibe einen He-
ber aufweist, der wahrend der Drehung der Scheibe
in eine bestimmte Stellung das erste und das zweite
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Teilstick derart auseinanderdrickt, dass die Halblei-
terchips auf Basisleiter der Testaufnahmen aufgelegt
oder von denselben entfernbar sind. —

19. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass entweder der Heber oder die 5
Testaufnahmen eine Nockenflache aufweisen, durch
welche das erste und das zweite Teilstick voneinan-
der wegbewegbar sind, wahrend die Scheibe in eine
bestimmte Stellung gedreht wird.

20. Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch ge- 10
kennzeichnet, dass der Heber die Nockenflache auf-
weist und entweder das erste oder das zweite Teil-
stiick der Testaufnahmen eine Rolle aufweist, wel-
che auf der Nockenfliche derart aufliegt, dass das
erste und das zweite Teilstiick auseinanderdriickbar 15
sind, wahrend die Scheibe in die vorbestimmte Stel-
lung gedreht wird.

21. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens eine der Prifeinhei-
ten eine Schaltung zur Durchfiihrung mindestens ei- 20
ner der folgenden Prifungen aufweist: Lawinenprd-
fung, Durchbruchprafung, dynamische Schaltprifung,
Einschaltzeitprifung, Ausschaltzeitprifung, Hochtem-
peraturprifung, Niedrigtemperaturprifung,  Rggon-
Prifung und UIS-Prifung. 25

22 Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens eine Abdeckung vorgese-
hen ist, welche mit mindestens dem ersten oder dem
zweiten Teilstiick wenigstens einer Testaufnahme ge-
koppelt ist, und welche einen Anschiuss zur Verbin- 30
dung mit einer Inertgasquelle aufweist, wobei die
Grosse und Form der Abdeckung derart gewahlt sind,
dass deren Volumen mindestens die erste Seite des
Halbleiterchips umschliesst, so dass eine Umgebung
aus im Wesentlichen inertem Gas entsteht, wenn die 35
Inertgasquelle das Volumen mit Inertgas fallt.

23. Vorrichtung nach Anspruch 22, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die eine Abdeckung mit dem ers-
ten Teilstick der Testaufnahme dber der Prifkarte
derart gekoppelt ist, dass das Volumen im Wesentli- 40
chen die erste Seite des Halbleiterchips umschliesst,
wenn das erste und das zweite Teilstick der Testauf-
nahmen die geschlossene Stellung erreichen.

24. Vorrichtung nach Anspruch 23, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens eine Prifeinheit eine 45
Inertgasquelle aufweist, wobei der Anschluss der Ab-
deckung mit der Inertgasquelle verbunden ist, wenn
die Prifeinheit in einer Stellung steht, wo sie auf dem
ersten Randkontakt der Testaufnahme aufliegt.

25. Vorrichtung nach Anspruch 24, dadurch ge- 50
kennzeichnet, dass die Prifeinheit eine im Wesentli-
chen starre Zuleitung zur Zufihrung des Inertgases
zum Anschluss der Abdeckung aufweist, welche mit
dem Anschluss verbunden ist, wenn die Prifeinheit
in der Stellung steht, wo sie auf dem ersten Rand- 55
kontakt der Testaufnahme aufliegt.

26. Vorrichtung nach Anspruch 25, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zuleitung langlich ausgebildet
und im Wesentlichen senkrecht angeordnet ist, und
dass der Anschiuss der Abdeckung an der Oberseite 60
derselben angebracht ist, so dass die Zuleitung im
geschlossenen Zustand der Prifeinheit in den An-
schluss miindet und das Inertgas in den Hohlraum
und nach unten auf die Oberfliche des Halbleiter-
chips leitbar ist. 65
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